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탄소나노튜브 메모리 소자 개발
건국대-서울대 연구팀 성과 … 속도 올리고 전력 소비는 줄이고

플래시 메모리보다 정보처리 속도가 1000배 이상 빠른 메모리 소자를 국내 연구진이 개발했다.

건국대와 서울대, 한국연구재단은 건국대 물리학부 이상욱 교수팀과 서울대 박영우 교수팀이 탄소나노튜브

와 마이크로 전기역학 시스템을 기반으로 기존 플래시 메모리를 대체할 수 있는 비휘발성(전기 공급 없이 데

이터 보존) 메모리 셀을 만드는데 성공했다고 밝혔다.

연구 결과는 세계적 과학저널인 Nature의 온라인 속보매체 3월1일자에 실렸다.

기존 플래시 메모리는 절연체로 둘러싸인 일종의 그릇(플로팅 게이트)에 전압을 가해 전하를 넣거나 빼면서

0 또는 1 신호를 만들고, 실리콘 트랜지스터가 신호를 읽어내는 방식으로 가동된다.

1GB(기가바이트) 용량의 플래시 메모리라면 플로팅 게이트+트랜지스터 쌍이 10억개 정도 모여 있는 상태이

나 양자역학을 활용해 절연체 막을 뚫고 전하를 전달하려면 상당히 높은 전압이 필요하게 된다. 따라서 USB

등 플래시 메모리를 장시간 사용하면 열이 나는 문제가 발생한다.

이상욱ㆍ박영우 교수팀은 절연체에 전하를 통과시키는 기존 방식 대신 기계적 전기역학 시스템을 플로팅

게이트에 직접 접촉시켜 전하를 건네주거나 빼내는 방법을 고안했다.

높은 전압을 걸어 절연체 건너편으로 전하를 전달하는 과정이 생략됨에 따라 정보를 쓰거나 지우는데 걸리

는 시간이 1000만분의 1초 수준까지 짧아져 플래시 메모리의 1000배 이상 빨라졌으며, 전력 소비도 크게 줄었

다.

트랜지스터에 실리콘이 아닌 탄소나노튜브를 사용한 것도 메모리 기능 개선에 크게 기여했다. 직경이 1㎚

(나노미터)에 불과한 탄소나노튜브로 제작한 트랜지스터는 실리콘 트랜지스터보다 응답 속도가 매우 빠르고

구동 에너지 또한 매우 적기 때문이다.

연구팀은 메탈 캔틸레버까지 탄소나노튜브로 대체해 작게 만들면 메모리 동작 속도를 현재 플래시 메모리

의 수천에서 수만배까지 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이상욱 건국대 교수는 “상용화까지는 시간이 걸리겠지만, 메모리 소자에 전기역학 시스템을 도입함으로써

차세대 메모리를 놓고 치열하게 경쟁하고 있는 과학계에 발상의 전환을 촉구했다는 사실만으로도 큰 의미”라

고 자평했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재․재배포 금지>
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